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【57】申請專利範圍
1.　一種聲耦合器，包括：一訊號調變單元，用以將一輸入訊號調變為一驅動訊號；一聲波
發射單元，電性連接該訊號調變單元，該聲波發射單元係依據該驅動訊號發射一聲波；

一聲波接收單元，用以接收該聲波並依據該聲波產生一感測訊號；一訊號解調單元，電

性連接該聲波接收單元，該訊號解調單元係將該感測訊號解調為一輸出訊號，且該輸出

訊號與該輸入訊號具有相同相位之波形；以及一封裝結構，至少覆蓋該聲波接收單元及

該聲波發射單元，使得該聲波接收單元與該聲波發射單元之間至少藉由該封裝結構保持

電性隔絕；其中自該聲波發射單元發射之該聲波係於該封裝結構內斜向傳遞，並經由該

封裝結構及一頂部交界面反射後斜向傳遞至該聲波接收單元。

2.　如請求項 1所述之聲耦合器，其中該聲波發射單元及該聲波接收單元係設置於同一水平
面上。

3.　如請求項 2所述之聲耦合器，其中該水平面係實質上平行該頂部交界面。
4.　如請求項 1所述之聲耦合器，其中該封裝結構係由可提供聲波傳遞特性之高分子化合物
材料所製成。

5.　如請求項 1所述之聲耦合器，更包括一控制組件，電性連接該訊號解調單元，該控制組
件係依據該輸出訊號執行一控制操作。

6.　如請求項 5所述之聲耦合器，其中該控制組件為包括 NMOS及 PMOS之驅動器組件或
BJT元件。

7.　如請求項 1所述之聲耦合器，更包括一晶片基板，該晶片基板包括一溝槽，其中該聲波
接收單元與該聲波發射單元設置於該晶片基板上，且該溝槽位於該聲波接收單元與該聲

波發射單元之間。

8.　如請求項 7所述之聲耦合器，其中該溝槽之寬度介於 10微米至 100微米之間。
9.　如請求項 1所述之聲耦合器，更包括複數晶片基板，該聲波接收單元與該聲波發射單元
係分別設置於該複數晶片基板之相鄰二晶片基板上。

- 6262 -



10.   如請求項 9所述之聲耦合器，其中該相鄰二晶片基板之間距介於 100微米至 500微米之
間。

11.   如請求項 1所述之聲耦合器，其中該頂部交界面至該聲波發射單元或該聲波接收單元之
最短距離小於 1mm。

12.   如請求項 1所述之聲耦合器，其中該聲波發射單元包括至少一 CMUT發射元件，該聲波
接收單元包括至少一 CMUT接收元件，且該至少一 CMUT發射元件之數量對應該至少
一 CMUT接收元件之數量。

13.   如請求項 12所述之聲耦合器，其中當該至少一 CMUT發射元件為複數個時，該些 CMUT
發射元件形成一 CMUT發射元件陣列；當該至少一 CMUT接收元件為複數個時，該些
CMUT接收元件形成一 CMUT接收元件陣列。

圖式簡單說明

圖 1A為本發明之聲耦合器之電路方塊圖。
圖 1B為本發明之聲耦合器之概略示意圖。
圖 2A為本發明之聲耦合器之第一實施例之示意圖。
圖 2B為應用本發明之聲耦合器之第一實施例所傳遞之訊號示意圖。
圖 3為本發明之聲耦合器之第二實施例之示意圖。
圖 4為本發明之聲耦合器之第三實施例之示意圖。
圖 5為本發明之聲耦合器之第四實施例之示意圖。
圖 6為本發明之聲耦合器之第五實施例之示意圖。
圖 7為本發明之聲耦合器之第六實施例之示意圖。
圖 8為本發明之聲耦合器之第七實施例之示意圖。
圖 9A為本發明之聲耦合器所使用之單一 CMUT發射/接收元件之示意圖。
圖 9B為本發明之聲耦合器所使用之複數 CMUT發射/接收元件之示意圖。
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